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 六方晶窒化ホウ素シートは表面にダングリングボンドのない絶縁体物質であり，グラフェンデ

バイスに対する下地層[1]や上下に積層された封止層[2]として使用されている．グラフェンはバン

ドギャップを持たないのに対して，単層カーボンナノチューブ(SWCNT)はカイラリティによりバ

ンドギャップを持ち半導体的性質を示すことから，光・電子デバイスへの応用に適している．窒

化ホウ素ナノチューブ(BNNT)[3]により周囲を覆われた SWCNT は，周囲物質の吸着による影響が

抑制されることから，デバイスの安定化と高性能化に向けて有効な構造であると考えられる． 

本研究では，SWCNT をテンプレートとしてその周囲に BNNT を合成し，異種同心構造を形成

した．まず，アルコール化学気相成長法[4]により SWCNT を合成した．続いて，SWCNT サンプ

ルを合成炉に設置して 1050C に加熱し，アンモニアボラン(BH3NH3)を原料として一定時間供給

した．透過型電子顕微鏡(TEM)で観察したところ，元の SWCNT サンプルには単層のチューブ構

造のみが存在するのに対して，アンモニアボランによる合成後には 3-5 層のチューブ構造が観察

された(Fig. 1 (a))．ラマンスペクトル(Fig. 1 (b))および吸光スペクトルによる分析と合わせて，

SWCNT の周囲に BNNTが成長したことが確認された． 
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Fig. 1 (a) TEM image of SWCNTs surrounded by BNNTs, (b) Raman spectra of SWCNTs and 

SWCNTs surrounded by BNNTs. 
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